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ölçülərə malik heterokeçidlərdən təşkil olunmuş polikristal olduğu təyin 
edilmişdir. Alınan materialın ümumi fotogərginliyini bu heterokeçidlərin ayrı-
ayrı hissələrinin fotogərginliklərinin cəminə bərabər götürüləcək. Digər sözlə, 
işarələri fərqli olan nano-fotogərginliklər yekunda fotogərginliyin və fotocərə-
yanın relaksasiyası ilə nəticələnəcək. Termik işlənmə zamanı təbəqələrdə 
yenidən kristallaşma baş verdiyi üçün, digər tərəfədən də, nazik təbəqələrin 
səthi və həcmi tərəfindən udulmuş oksigen kristallitlərin arasından desorbsiya 
olunduğu üçün bu kristalliklər vahid xassəyə malik matris kimi formalaşır. 
Fotogərginliyin və fotocərəyanın termki işlənməsi zamanı ilk temperaturlarda 
I tip heterokeçidlərdə ossillyasiyalar azalacaqdır. Bunun səbəbi isə keçid 
oblastında müxtəlif təbiətli səth hallarının konsentrasiyasının azalmasıdır. 
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Cu-qrafit/p-CdTe/n-Cd1-xZnxS/ZnO heterokeçidli nazik təbəqəli günəş 
elementi sulu məhlulun elektrokimyəvi çökdürülməsi ilə əldə olunmuşdur. 
İncə təbəqələrin çökmə rejimi, kimyəvi tərkibi və faiz tərkibi, eləcə də müxtəlif 
mühitlərin, o cümlədən CdCl2, açıq hava, oksigen və arqon təsirindən asılı 
olaraq elektrik xüsusiyyətləri tədqiq olunmuşdur [1, 2, 3, 4].  

Üçlü birləşmələrin nazik təbəqələrindən ibarət olan kompozisiyaların 
böyük əksəriyyəti, xüsusən Cd1-xZnxS, CdTe ilə elektriklə təmasda olduqda, 
düzlənmə xüsusiyyətlərini nümayiş etdirir. CdTe (6.482 A; Eg=1.44 eV) ilə 
oxşar qəfəs parametrlərinə malik n-AIIBVI bərk məhlullarının nazik təbəqə-
lərindən istifadə edərək heterokeçidlərin tədqiqinin nəticələri aşağıda ətraflı 
təsvir edilmişdir: 

CdTe/Cd0.4Zn0.6S (5,573Å; Eg= 3,13 eV) 
Cərəyan kontaktı olan heterokeçidlər çökdürülmə sonrasında istiqaməti 

CdTe nazik təbəqələrinin xarici sahənin müsbət istiqamətinda olan düzləndir-
mə xüsusiyyəti nümayiş etdirdiyi müşahidə olunur.  
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Şək. 1. CdTe/n-AIIBVI heterokeçidlərinin I tipi üçün adi miqyasda VAX-ı və düzünə 
cərəyanın yarımloqarifmik miqyasda VAX-ı 

Təsvir edilən şəkildən aydın olur ki, ZnTe-nin CdTe bazasına daxil edil-
məsi düzünə cərəyanda nəzərəçarpacaq artım və heterokeçidlərdə aşağı gər-
ginliklərdə artıq tunel cərəyanlarının əhəmiyyətli dərəcədə azalması ilə nəti-
cələnir. VAX təhlilindən aydın olur ki, I tip heterokeçidlərin kimyəvi tərkiblə-
rinin düzünə cərəyan - gərginlik aşlılığı iki fərqli hissədən ibarət olur: 

1- 𝐼 = 𝐼01 exp (
𝑒𝑈

𝑛1𝑘𝑇
)     (1) 

2- 𝐼 = 𝐼02 exp (
𝑒𝑈

𝑛2𝑘𝑇
)     (2) 

burada, n1 VAX-ın birinci hissəsi, n2 isə ikinci hissəsinin qeyri-ideallıq əmsalıdır.  
Yuxarıda da qeyd olunduğu kimi I tip heterokeçidlərdə VAX iki hissədən 

ibarətdir. Bunun başlıca səbəbi Cu atomlarının əvvəlcə heterokeçidlərin keçid 
oblasına və daha sonra n-AIIBVI tipli nazik təbəqələrə diffuziyası ilə əlaqədardır. 
Bu da Cu atomlarının CdTe-nin tərkibində özünü p-tip aşqar kimi apararaq ke-
çiriciliyini yaxşılaşdırması hesabına baş verir.  
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